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１．はじめに 

誘電体／金属／誘電体 (DMD)薄膜は M の
フェルミ準位の D へのピン止めによる導電性
と透明性を有するため、ITO に代わる透明導電
膜として注目されている。我々は MoO3/ Ag/ 

MoO3（MAM）を逆構造の有機 EL素子の陽極
として検討している。本研究では新たに半導体
であるMの代わりに 5eV以上の深い LUMOを
有し可視領域で透明な HAT-CN（H）を用い、
銀(A)膜のフェルミ準位が H 膜の LUMO にピ
ン止めされることによるH膜の導電性がHAH

の導電性に寄与することを期待した。 

２．試料と実験 

実験に用いた HAH 透明導電膜を図 1 に、
また HAH を陽極に用いた有機 EL 素子の層構
造を図 2に示す。有機 EL素子は以下の手順で
作製した。 

  

 

PEI は濃度 0.1wt%にて希釈して成膜したのち 

150℃で 5 分間の熱処理を施した。更に真空蒸
着法に BCP(15nm) / Alq3(40nm) / α-NPD(30nm) / 

HAT-CN(30nm) / Ag (10nm) / HAT-CN(30nm)を
成膜した。 

3. 結果と考察 

A、HA および図 1と図 2に対応した HAH光
透過スペクトルを図 3 に示す。図は A では大
きく孤立した島、HAH では連続膜、素子中で
は小さく孤立した島を含む連続膜であること
を示した。シート抵抗は、A 膜では＞10kΩ/sq

であったが HAH では 8.5～14Ω/sq であった。
HAH 逆積層型透明有機 EL で陽極として機能
し、最大輝度は 83cd/m2を示した。 

 

 

4. HAHに関する考察 

Hと Aの知見を基に HAHの電子構造を図 4

のように考察した。A 膜は大きく孤立した島で
高抵抗であったが、HAH は連続膜で導電性を
示し有機EL素子中で陽極として機能すること
が分かった。A から H への電子移動で H 層が
HAH の導電性に寄与したか確認中である。素
子中のHAHは孤立した小さい島の銀を含んで
おり、改良の余地を残している。 

 

 

 

図 1 HAHの層構造 図 2 HAHを用いた逆構造有機 EL素子 

図 4  HAHの電子構造 
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